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 極薄の強磁性層をスピン軌道相互作用が大きい重金属（遷移金属）層と、酸化物層などで挟んだ薄

膜へテロ構造では、電流印加によって高速で移動する磁壁移動現象や、低電流で誘起できる磁化反転

現象が確認されている。これらの結果は、重金属層で誘起されるスピンホール効果や、重金属層/強磁

性層の界面で発現するジャロシンスキー・守谷相互作用によるところが大きい。薄膜へテロ構造を利

用したデバイスを実現するには、これらのスピン軌道相互作用に起因した効果を最大化できる積層構

造の探索とその材料力学的理解が必要不可欠である。 

 本講演では、薄膜ヘテロ構造を形成する材料やその構造、ヘテロ構造の各界面が各種のスピン軌道

効果に及ぼす影響について報告する。重金属層で発現するスピンホール効果と電流印加によって磁化

に作用するトルクは、高調波ホール電圧測定とスピンホール磁気抵抗効果などを利用して評価した。

重金属層/強磁性層の界面で発現するジャロシンスキー・守谷相互作用は磁壁移動速度などから見積も

った。大きなスピン軌道効果が得られる薄膜へテロ構造を調べ、デバイス化に向けた課題について議

論する。 
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